
NPNエピタキシアル形シリコンﾄランジスタ

860MHz帯電力増幅用

通信 エ業 用

特長

○860MHz帯において商出力・高効率が側られます。

Po=9W,>7c=50%(TYP.）

(Vcc=28V,f=860MHz,I,=400mA×2，Pin＝25W）

oエミッタ安定化抵抗を採用。

o内部繁合回路内麓。

o金冠甑のため高い偏執庇が得られます。

絶対最大定格(Ta=25.C)
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＊4V“法パルス魁駒msとする”

晒気的特性(Ta=25℃）
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＊＊エミ‘タヒヶースは檀地する
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外形図(Unit:m､）

1．ベース14．コレクタ1

2．ベース25．エミ，夕

3．コレクタ2

フランジはエミ，夕と接縫されております‐
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煙 津 掛 勘 宮 什 Ｓ 叩 鮮 縄
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妙 齢 蟹 言 言 時 ↑ 蹄 寺 。
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